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(57)【要約】
【課題】アルミニウム箔中に含まれる比較的拡散速度の遅い元素を十分に表面濃縮させる
ことができ、エッチング処理の際にエッチングピットの発生効率を高め、静電容量を従来
より向上させることができる電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法を提供する。
【解決手段】アルミニウム箔の粗面化処理に先立って最終焼鈍を行う電解コンデンサ用ア
ルミニウム箔の製造方法であって、前記最終焼鈍は、少なくとも２００℃以上で水素雰囲
気を維持しつつ、昇温速度３０～６０℃／時間で５３０～５７０℃まで昇温し、５３０～
５７０℃に２～１０時間保持した後、少なくとも２５０℃に至るまで６０～１５０℃／時
間の冷却速度で冷却する、工程を有する。製造された電解コンデンサ用アルミニウム箔は
、エッチングピットの発生効率が高められ、静電容量が従来より向上する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム箔の粗面化処理に先立って最終焼鈍を行う電解コンデンサ用アルミニウム
箔の製造方法であって、
　前記最終焼鈍は、少なくとも２００℃以上で水素雰囲気を維持しつつ、昇温速度３０～
６０℃／時間で５３０～５７０℃まで昇温し、５３０～５７０℃に２～１０時間保持した
後、少なくとも２５０℃に至るまで６０～１５０℃／時間の冷却速度で冷却する、工程を
有することを特徴とする電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法。
【請求項２】
　前記水素雰囲気は、９９体積％以上の水素を含むことを特徴とする請求項１記載の電解
コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法。
【請求項３】
　前記アルミニウム箔は、アルミニウム純度が９９．９質量％以上であって、Ｃｒ、Ｚｒ
、Ｐｂのうち何れか一種又は二種以上を合計０．５～１０ｐｐｍの範囲で含有することを
特徴とする請求項１または２に記載の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法。
【請求項４】
　前記アルミニウム箔は、アルミニウム純度が９９．９質量％以上であって、Ｎａ、Ｍｇ
、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅのうち何れか一種又は二種以上を合計５０～１３
０ｐｐｍの範囲で含有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電解コンデ
ンサ用アルミニウム箔の製造方法。
【請求項５】
　前記アルミニウム箔は偏析地金を原料として製造されたものであることを特徴とする請
求項１～４のいずれかに記載の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粗面化処理に先立って最終焼鈍が施される電解コンデンサ用アルミニウム箔
の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造では、純度９９．９質量％以上の純アル
ミニウムを熱間、冷間圧延して０．１ｍｍ程度の厚さのアルミニウム箔とし、これに最終
焼鈍を施している。その後、粗面化処理を行う。電解コンデンサ用アルミニウム箔のうち
、中高圧用アルミニウム箔は、その使用電圧が高く、厚い化成皮膜が必要である。そのた
め、直流電解による電解エッチング処理によりエッチングピットと呼ばれる穴を開け表面
積を拡大する粗面化処理が行われている。
【０００３】
　エッチングピットはＣｕｂｅ方位に沿って成長するため、高い立方体方位占有率が必要
となる。立方体方位占有率を高めるため、アルミニウム箔の原料として通常４Ｎ純度のア
ルミニウム材を用い、アルミニウム箔の製造に際し、中間焼鈍を行って圧延途中での組織
を制御し、最終的に５００℃以上の高温で最終焼鈍している。
【０００４】
　また、エッチングピットを効率よく発生させるには、アルミニウム箔中に含まれるＰｂ
、Ｃｕ等の微量元素の濃度を適量に制御することと、エッチングピットの基点となるアル
ミニウム箔表面の酸化皮膜の欠陥を適度に作製することが重要である。アルミニウム箔中
に含まれる微量元素は、最終焼鈍によって箔表面に誘導され、表面濃縮して、エッチング
ピットの基点として作用する。表面濃縮の程度が高いほど、エッチングピット発生効率は
高いものとなる。このような観点から、エッチングピット発生効率を向上させる目的で、
アルミニウム箔中に含まれる微量元素の濃度や最終焼鈍の条件を規定した電解コンデンサ
用アルミニウム箔の製造方法が提案されている（例えば特許文献１～５）。
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【０００５】
　特許文献１では、アルミニウム箔中のＳｉ、Ｆｅ、Ｐｂ、Ｃｕ、Ｎｉの濃度を規定し、
また、最終焼鈍における雰囲気、昇温速度、保持温度、保持時間を規定することで、Ｎｉ
の分布を適正に制御し、拡径されたエッチングピットを効率よく生成する製造方法が提案
されている。
　特許文献２では、アルミニウム箔中のＳｉ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｐｂ、（Ｚｒ、Ｖ、Ｍｎ、Ｚ
ｎ、Ｇａ、Ｎａ）のうち一種又は二種以上、およびＲＥＭの濃度ならびに箔の厚さを規定
し、また、最終焼鈍における雰囲気、焼鈍温度および焼鈍時間を規定することで、エッチ
ングに際し、エッチングピットを効果的かつ均一に生成して粗面化率を向上させる製造方
法が提案されている。
　特許文献３では、アルミニウム箔中のＳｉ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｐｂ、Ｎｉの濃度を規定し、
また、最終焼鈍における焼鈍温度と保持時間または焼鈍温度と昇温速度を規定することで
高い立方晶率を有し、良好なエッチング性を確保できる製造方法が提案されている。
　特許文献４では、アルミニウム箔中のＴｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｂの濃度を規定すること
で、最終焼鈍時にＢが表面に濃縮するのが抑止され、エッチング時にエッチングピットが
均一に形成された電解コンデンサ用アルミニウム箔が提案されている。
　特許文献５では、最終焼鈍炉の真空排気処理と復圧処理を２回以上繰り返した後、不活
性ガスと還元性ガスの一方または両方を炉内に導入して最終焼鈍することで、アルミニウ
ム箔表面の残留含酸素成分や油分を取り除き、酸化皮膜を適切な厚さに調整し、よって粗
面化処理に際し均一なエッチングピットが多数形成される製造方法が提案されている。
【０００６】
　ところで、最終焼鈍は、通常は不活性ガス、又は還元性ガス雰囲気で行なわれる。この
とき、上記した微量元素の表面濃縮のほかに、アルミニウム箔表面での酸化皮膜の形成も
なされる。表面酸化皮膜は、エッチングの際に障害となり、できるだけ薄くすることが望
ましい。そのためには、最終焼鈍を還元性ガスである水素ガス雰囲気中で行うことが望ま
しい。このとき、水素ガスは優れた熱伝導性を有していることから、生産性向上のため１
００℃／時間以上の昇温速度で最終焼鈍を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２６６７４６号公報
【特許文献２】特開２００９－２４９６６８号公報
【特許文献３】特開２０１０－５３３９５号公報
【特許文献４】特開２０１０－１３７１４号公報
【特許文献５】特開２００６－１４７６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、本発明者らは静電容量を高めるために、粗面化処理効率を向上させる方法につ
いて鋭意研究したところ、最終焼鈍処理における条件が大きく影響していることが判明し
た。先ず第１に最終焼鈍に際し１００℃／時間以上という速い昇温速度で加熱すると、拡
散速度の速い元素は比較的速く表面濃縮するものの、拡散速度の遅い元素は十分に表面濃
縮することができず、エッチングピットの基点として十分に機能していないことが分かっ
た。
　アルミニウム箔に含有される微量元素は、拡散速度の観点から、以下の三群に分類する
ことができる。第一群はＣｒ、Ｚｒ、Ｐｂといった拡散速度の速い元素である。第二群は
Ｎａ、Ｍｇ、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅといった標準的な拡散速度の元素であ
る。第三群はＮｉ、Ｓｎといった拡散速度の遅い元素である。なお、これら元素は例示で
あり、その他の元素も上記群に含まれる。第一群中のＰｂはエッチングへの影響が大きい
元素として知られている。この元素は拡散速度が十分に速いため、昇温速度に依存せず、
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その効果を発揮することができる。第三群の元素は特殊元素で、一般的にはほとんど含有
されない元素である。第二群には、地金、特に偏析地金に不可避的に多く含まれる元素が
多く属するものであり、第二群の元素もエッチングへの影響が大きい。したがって、第二
群の元素をエッチングピットの基点として効果的に作用させるために、アルミニウム箔表
面に効果的に濃縮させることが重要である。しかし、上記した特許文献の何れにもこの課
題を解決する手段は開示されていない。
【０００９】
　本願発明は上記事情を背景としてなされたものであり、アルミニウム箔中に含まれる比
較的拡散速度の遅い元素を十分に表面濃縮させ、エッチング処理の際にエッチングピット
の発生効率を高め、静電容量を従来より向上させることができる電解コンデンサ用アルミ
ニウム箔の製造方法を提供することを目的とする。なお、ここでいう比較的拡散速度の遅
い元素とは、上記した第一群の元素と比較して拡散速度が遅い元素を指す。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち、本発明の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法のうち、第１の本発明
は、アルミニウム箔の粗面化処理に先立って最終焼鈍を行う電解コンデンサ用アルミニウ
ム箔の製造方法であって、
　前記最終焼鈍は、少なくとも２００℃以上で水素雰囲気を維持しつつ、昇温速度３０～
６０℃／時間で５３０～５７０℃まで昇温し、５３０～５７０℃に２～１０時間保持した
後、少なくとも２５０℃に至るまで６０～１５０℃／時間の冷却速度で冷却する、工程を
有することを特徴とする。
【００１１】
　第２の本発明の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法は、前記第１の本発明にお
いて、前記水素雰囲気は、９９体積％以上の水素を含むことを特徴とする。
【００１２】
　第３の本発明の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法は、前記第１または第２の
本発明において、前記アルミニウム箔は、アルミニウム純度が９９．９質量％以上であっ
て、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｐｂのうち何れか一種又は二種以上を合計０．５～１０ｐｐｍの範囲で
含有することを特徴とする。
【００１３】
　第４の本発明の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法は、前記第１～第３の本発
明のいずれかにおいて、前記アルミニウム箔は、アルミニウム純度が９９．９質量％以上
であって、Ｎａ、Ｍｇ、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅのうち何れか一種又は二種
以上を合計５０～１３０ｐｐｍの範囲で含有することを特徴とする。
【００１４】
　第５の本発明の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法は、前記第１～第４の本発
明のいずれかにおいて、前記アルミニウム箔は偏析地金を原料として製造されたものであ
ることを特徴とする。
【００１５】
　本発明は、電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法において、粗面化処理に先立っ
て行われる最終焼鈍の昇温速度を比較的遅くすることで、拡散速度の遅い元素を十分に表
面に濃縮させ、よってエッチングピット発生効率を高めることを意図したものである。
　ところで、従来、最終焼鈍の冷却速度は、冷却速度を速くすると、アルミニウム箔のコ
イル内外周で温度差が生じ、コイル内の歪が不均等になり、エッチングラインでの蛇行等
の問題が生じる可能性があるなどの観点から、３０～６０℃／時間の冷却速度で冷却する
のが一般的である。
　しかし、上記の昇温速度を速くして最終焼鈍を行う場合、拡散速度の遅い元素もアルミ
ニウム箔表面側に濃縮されており、冷却時にこれが析出するとアルミニウム箔の溶解性が
増大してしまい、エッチング性の改善効果が失われてしまう。このため、本願発明では、
上記昇温速度に加えて冷却速度を規定することでエッチング性の改善効果を確実なものと
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している。以下に、本願発明における最終焼鈍の具体的な条件について説明する。
【００１６】
昇温速度：３０～６０℃／時間
　最終焼鈍時の昇温速度を３０～６０℃／時間に制御することで、比較的拡散速度が遅い
元素をアルミニウム箔表面に十分に濃縮させることができ、エッチングピットの発生効率
を高め、静電容量を向上させる。３０℃／時間未満では生産性が著しく低下し、また、立
方体方位占有率も低下するため、実用的ではない。６０℃／時間超では、アルミニウム中
での拡散速度が比較的遅い元素が十分に表面濃縮できなくなり、エッチングピットの発生
効率が低下し、静電容量が低下する。なお、同様の理由により、下限を４０℃／時間以上
、上限を５０℃／時間以下とするのが望ましい。
【００１７】
保持温度５３０～５７０℃、保持時間２～１０時間
　最終焼鈍時の保持温度が５３０℃未満または保持時間が２時間未満であると、箔の立方
晶の生成が十分でなく、また、含有元素の表面への濃縮が十分になされない。一方、保持
温度が５７０℃超または保持時間が１０時間超であると、表面酸化皮膜の過剰生成が起こ
りエッチングピットの発生効率が低下する。また、当該アルミニウム箔は、工業的にはコ
イル状で焼鈍されることが多いが、この際に箔同士が密着し剥離不良となる。
【００１８】
冷却速度：少なくとも２５０℃までを６０～１５０℃／時間
　冷却速度を上記範囲内にすることで、冷却時の析出物の生成が抑制され、アルミニウム
箔表面に濃縮された元素によるエッチングピット発生効率の向上効果が確実に得られる。
冷却速度が６０℃／時間未満の場合、冷却時に析出物が多く生成され、エッチングの際の
溶解性が過度に増加し、静電容量が低下する。一方、冷却速度１５０℃／時間超は、実生
産サイズである１００ｋｇ以上のコイルを焼鈍する条件としては実現が困難になる。
　なお、冷却の際には、２５０℃までに至れば析出領域を通過しているため、２５０℃ま
での冷却速度を上記条件とすれば十分であり。したがって２５０℃未満での冷却速度は制
限する必要がなく、２５０℃以上の範囲と同程度で冷却しても良く、また２５０℃未満で
は６０℃未満／時間の冷却速度、例えば徐冷によって冷却するものであってもよい。
　なお、前記したように、従来は、冷却速度を速めるとアルミニウム箔コイル内の歪が不
均等になってエッチングラインでの蛇行などの問題を招くおそれがある、と考えられてい
るが、コイル巻取り時の巻き張力を最適化するなどの対策を講じることで、上記問題を回
避することは可能であり、本願発明において支障となるものではない。
【００１９】
雰囲気：少なくとも２００℃以上で水素雰囲気を維持
　昇温速度、酸化皮膜厚さを適切な範囲とするために、焼鈍時の雰囲気を適切に選定する
必要がある。
　真空焼鈍では、焼鈍時の熱伝導が著しく悪くなるため、昇温速度が低下する。更に、箔
表面の酸化皮膜が薄くなる。
　大気焼鈍の場合、箔表面の酸化皮膜が厚くなり、エッチングピット発生効率が低下する
。Ａｒ、Ｎ２等不活性ガス雰囲気の場合、露点、酸素分圧を制御することで、適度な酸化
皮膜を形成することができるが、熱伝導率が低く、工業的にコイル状のアルミニウム箔を
焼鈍しようとすると、コイル内外周で温度差が生じてしまう。
　一方、水素ガスは、熱伝導率が高く、十分な昇温速度が得られると共に、還元性雰囲気
なので、酸化皮膜の成長も抑制できる。そして水素ガスは、このような特徴を有している
ことから、格別な加熱設備を要することなく、工業的には６００ｋｇのコイルサイズまで
は問題なく対応できる。本発明としては、コイルサイズが特に限定されるものではない。
　なお、アルミニウム箔表面の酸化皮膜は、２００℃以上で脱水され結晶化するため、当
該雰囲気は少なくとも２００℃以上で維持されるものであればよい。２００℃未満では、
雰囲気の影響はほとんど受けなくなる。また、前記水素雰囲気は、上記した効果を十分な
ものとするために、９９体積％以上の水素を含むことが望ましい。また、１％未満であれ
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ば窒素等の不活性ガスが混入しても問題はない。しかし、酸素が混入した場合、酸化皮膜
は異常成長するため酸素濃度は数ｐｐｍ以下とする必要がある。
【００２０】
アルミニウム純度：９９．９質量％以上
　エッチング時にピット形成が効果的になされるように、アルミニウム箔の純度は９９．
９質量％以上が望ましい。９９．９質量％以上であると、アルミニウム箔のエッチングの
際に、エッチングピットの成長が不純物によって阻害されることが少なくなり、均一な深
いトンネル状のエッチングピットを形成しやすくなる。
【００２１】
Ｃｒ、Ｚｒ、Ｐｂのうち何れか一種又は二種以上を合計０．５～１０ｐｐｍ
　Ｃｒ、Ｚｒ、Ｐｂは上記した第一群の元素に該当し、アルミニウム中での拡散速度が速
い元素である。これらの元素が上記した範囲内で含まれていると、最終焼鈍の際にアルミ
ニウム表面に拡散し、エッチングの基点となる表面酸化皮膜の欠陥を適度に形成し、エッ
チングピットの発生効率を向上させる。したがって、本発明のアルミニウム箔は、Ｃｒ、
Ｚｒ、Ｐｂのうち何れか一種又は二種以上を合計０．５～１０ｐｐｍの範囲で含有するこ
とが望ましい。ただし、合計量が０．５ｐｐｍ未満であると、その効果が不十分となり、
合計量が１０ｐｐｍを超えると、溶解性が高くなり静電容量が低下する。
【００２２】
Ｎａ、Ｍｇ、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅのうち何れか一種又は二種以上を合計
５０～１３０ｐｐｍ
　Ｎａ、Ｍｇ、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅは上記した第二群の元素に該当し、
アルミニウム中での拡散速度が比較的遅い元素であるが、本発明の最終焼鈍条件でアルミ
ニウム箔表面に適度に拡散される。これらの元素が上記した範囲内で含まれていると、最
終焼鈍の際に、エッチングの基点となる表面酸化皮膜の欠陥が適度に作製され、エッチン
グピットの発生効率を向上させる。したがって、本発明のアルミニウム箔は、Ｎａ、Ｍｇ
、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅのうち何れか一種又は二種以上を合計５０～１３
０ｐｐｍの範囲で含有することが望ましい。ただし、合計５０ｐｐｍ未満であると、その
効果が不十分となり、合計１３０ｐｐｍ超であると、立方体方位占有率が低くなり静電容
量が低下する。
【００２３】
偏析地金
　本発明では、アルミニウム箔の原料となるアルミニウム地金の種別が特に制限されるも
のではない。例えば、偏析法により作製された地金（偏析地金）や三層電解精製法により
作製された地金（三層地金）等を用いることができる。ただし、偏析地金は、上記した第
二群の元素（Ｎａ、Ｍｇ、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅ）が多く含まれており、
本発明を好適に適用することができる。
　なお、酸化皮膜の欠陥をもたらす元素、例えば前記第二群の元素は、スラブの原料とな
るアルミニウム地金中に予め含まれているものの他、例えば、アルミニウムスラブを作製
する際に添加されたものでもよい。
【００２４】
　本発明に用いられるアルミニウム箔は、原料選定後の鋳造、圧延等の製造工程について
は通常のアルミニウム箔と同様の工程を採用することができ、最終厚みに至るまでの製造
方法は特に限定されるものではない。最終厚みに関しても、特に限定されるものではない
が、例えば、１００～１３０μｍが望ましい。この範囲のアルミニウム箔であれば、十分
な長さのトンネル状エッチングピットを得ることができる。また、製品に組立てた際の巻
き厚がそれほど大きくならず、軽量、小型化を図ることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように、本発明の電解コンデンサ用アルミニウム箔の製造方法によれば、
アルミニウム箔の粗面化処理に先立って最終焼鈍を行う電解コンデンサ用アルミニウム箔
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の製造方法であって、
　前記最終焼鈍は、少なくとも２００℃以上で水素雰囲気を維持しつつ、昇温速度３０～
６０℃／時間で５３０～５７０℃まで昇温し、５３０～５７０℃に２～１０時間保持した
後、少なくとも２５０℃に至るまで６０～１５０℃／時間の冷却速度で冷却する、工程を
有するので、アルミニウム箔中に含まれる比較的拡散速度の遅い元素を十分に表面濃縮さ
せることができ、エッチング処理の際にエッチングピットの発生効率を高め、静電容量を
従来より向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本願発明の実施例における最終焼鈍時のヒートパターンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　（実施形態１）
　以下に本発明の一実施形態について説明する。
　偏析法により精製されたアルミニウム純度９９．９質量％以上（好適には９９．９９質
量％以上）のアルミニウム地金（偏析地金）を用意する。この偏析地金は、上記した第一
群の元素であるＣｒ、Ｚｒ、Ｐｂのうち何れか一種又は二種以上を合計０．５～１０ｐｐ
ｍ含み、また、第二群の元素であるＮａ、Ｍｇ、Ｇａ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｆｅの
うち何れか一種又は二種以上を合計５０～１３０ｐｐｍ含むように調製されている。
【００２８】
　該偏析地金を用いて、常法によりアルミニウム箔を作製することができる。本発明とし
ては特にその製造方法が限定されるものではない。例えば、該偏析地金を用いた半連続鋳
造によってアルミニウムスラブを得て、これを熱間圧延、冷間圧延することで製造しても
よく、連続鋳造圧延、冷間圧延によって得ることもできる。これらの製造工程を経ること
で、好適には厚さが１００～１３０μｍのアルミニウム箔を得る。なお、冷間圧延途中あ
るいは冷間圧延終了後に適宜脱脂を加えてもよく、また冷間圧延の途中で適宜中間焼鈍を
加えても差し支えない。
【００２９】
　最終冷間圧延後は、最終焼鈍を行う。最終焼鈍の雰囲気は少なくとも２００℃以上では
、９９体積％以上の水素雰囲気とし、昇温速度３０～６０℃／時間で５３０～５７０℃ま
で加熱し、５３０～５７０℃にて２～１０時間保持し、その後、少なくとも２５０℃に至
るまでを６０～１５０℃／時間の冷却速度で冷却する工程によって最終焼鈍を行う。
　この最終焼鈍によって酸化皮膜に欠陥を生じさせる元素がアルミニウム箔の表層部に効
果的に濃縮し、また、適切な厚さの酸化皮膜がアルミニウム箔表面に形成される。形成さ
れる酸化皮膜の厚さは例えば１５～６０Åが挙げられる。
【００３０】
　上記各工程を経て得られた電解コンデンサ用アルミニウム箔には、その後、粗面化処理
がなされる。該粗面化処理は塩酸を主体とする電解液を用いた電解エッチング処理により
行うことができる。なお、本発明としては電解液の種別が特に限定されるものではない。
エッチング処理されたアルミニウム箔には、エッチングピットが形成される。エッチング
ピットが形成されたアルミニウム箔は化成処理され、常法により電解コンデンサの電極と
して組み込まれる。該電解コンデンサは静電容量に優れたものとなる。
【実施例１】
【００３１】
　以下に、本発明の一実施例を説明する。
　偏析法によって作製されたアルミニウム地金を用い、半連続鋳造法によってアルミニウ
ムスラブを作成した。該スラブの組成を表１に示す。
　該スラブに対し、均熱処理を行った後、熱間圧延を行った。熱間圧延後、冷間圧延を行
った。該冷間圧延によって最終厚みが１１０μｍのアルミ箔とした。
　得られたアルミニウム箔に対し、表１に示す条件で最終焼鈍した。
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　なお、発明法の最終焼鈍のヒートパターンでは、図１に示すように、昇温速度３０～６
０℃／時間、５５０℃、４時間保持、２５０℃に至るまで６０～１００℃／時間の冷却速
度で冷却するものとした。
　比較法１のヒートパターンでは、図１に示すように、昇温速度８０～１００℃／時間、
５５０℃、４時間保持、２５０℃に至るまで１００℃／時間の冷却速度で冷却するものと
した。
　比較法２のヒートパターンでは、図１に示すように、昇温速度２０～４０℃／時間、５
５０℃、４時間保持、２５０℃に至るまで３０～１００℃／時間の冷却速度で冷却するも
のとした。
【００３２】
　上記最終焼鈍を行った供試材に対し、１Ｍ塩酸＋３Ｍ硫酸、８０℃中で、３００ｍＡ／
ｃｍ２の直流電流を１２０秒印加し、ピット発生エッチングを行うとともに、同液中に２
０ｍｉｎ浸漬しピット径を拡大した。得られたエッチング箔に対し、４００Ｖの化成を行
い、静電容量を測定した。静電容量は、発明材Ｎｏ．１を１００として、相対評価によっ
て行った。静電容量の相対評価を表１に示した。
【００３３】
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